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【はじめに】GaN 系 LED では、波長が長波長化するにつれて外部量子効率(EQE)が低下する。原

因として、格子不整合によるピエゾ電界の発生が考えられているが ScAlMgO4(SCAM)基板は GaN

との格子不整合度が約 1.8[%]でありサファイア基板に比べて小さいため、ピエゾ電界の抑制が期

待できる。また、高温スパッタ法による AlN 成膜により、c 軸方向への結晶性向上が考えられる。

これにより、長波長 LED の EQE の向上が期待できる。本実験では、AlN バッファ層を用いた

SCAM 基板上とサファイア基板上の GaN の特性について報告する。 

【実験】AlN ターゲットを用いたスパッタ法により SCAM 基板上とサファイア基板上に 500[℃]

にて AlN 薄膜を 10[nm]、20[nm]成膜し、その上に MOVPE 法により u-GaN を成長した。Figure1

に GaN(0002)の FWHM の測定結果を示す。サファイア基板上 AlN バッファ層が 10[nm]の場合の

半値幅が 294[arcsec]に対して SCAM基板上AlNバッファ層が 20[nm]の場合の半値幅は 244[arcsec]

である。また、Figure2 に原子間力顕微鏡(AFM)の測定結果を示す。サファイア基板上 AlN バッフ

ァ層が 10[nm]の場合の RMS が 0.21[nm]に対して SCAM 基板上 AlN バッファ層が 20[nm]の場合

の RMS が 0.39[nm]である。これらの結果により、SCAM 基板上 AlN バッファ層を用いて成長し

た GaN の結晶性の向上が示された。今後、さらなる膜厚の検討による表面平坦性の向上を行う。 
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Figure 1 FWHM for the (0002) of a GaN on SCAM 

and on sapphire as a function of AlN buffer 

layer thickness 

Figure 2 RMS of a GaN on SCAM and on sapphire as a function 

of AlN buffer layer thickness (scan area: 5×5μm²) 
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